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内容概要

　　当今CMOS集成电路的特征尺寸已进入了纳米时代。
《纳米CMOS集成电路：从基本原理到专用芯片实现》全面介绍了纳米CMOS集成电路技术。
包括纳米尺度下的器件物理、集成电路的制造工艺和设计方法；介绍了存储器、专用集成电路和片上
系统；突出了漏电功耗问题和低功耗设计，讨论了工艺扰动和环境变化对集成电路可靠性和信号完整
性的影响。
书中还包括了有关纳米CMOS集成电路的测试、封装、成品率和失效分析，并在最后探讨了未
来CMOS特征尺寸缩小的趋势和面临的挑战。
　　《纳米CMOS集成电路：从基本原理到专用芯片实现》基于作者长期在Philips和NXP
Semiconductors公司讲授CMOS集成电路内部课程时出版的三部专著的内容，并参考当今工业界最先进
的水平对这些内容进行了全面修订和更新，这保证了《纳米CMOS集成电路：从基本原理到专用芯片
实现》内容与集成电路工业界的紧密联系。
《纳米CMOS集成电路：从基本原理到专用芯片实现》结构严谨，可读性强，书中附有大量的插图和
照片，列出了许多有价值的参考文献，并提供了许多富有思考意义的练习题，因此《纳米CMOS集成
电路：从基本原理到专用芯片实现》是一本既适于教学、又适于自学的纳米CMOS集成电路技术的专
业引论书。
　　《纳米CMOS集成电路：从基本原理到专用芯片实现》可作为高等院校电子科学与技术（包括微
电子与光电子）、电子与信息工？
、精密仪器与机械制造、自动化、计算机科学与技术等专业本科高年级学生和研究生有关纳米集成电
路设计与制造方面课程的教科书，也可作为从事这一领域及相关领域的工程技术人员的参考书。
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作者简介

Veendrick,NXP Semiconductors公司高级研究员。
多年来从事存储器、门阵列和高端视频信号处理器的设计工作。
他的主要研究兴趣包括低功耗和高速复杂数字CMOS电路，特别是纳米尺度的物理效应和尺寸缩小特
性。
与此相辅，集成电路工艺也是他的研究兴趣之一。
Veendrick在高稳定性、高性能及低功耗CMOS集成电路设计方面拥有多项专利及发表的著作。
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书籍目录
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刻蚀3.5　氧化⋯⋯第4章　CMOS电路第5章　特殊电路、器件和工艺第6章　存储器第7章　超大规模
集成与专用集成电路第8章　低功耗——IC设计的热点第9章　纳米CMOS设计的稳定性：信号完整性
、扰动和可靠性第10章　测试、成品率、封闭、调试和失效分析第11章　尺寸缩小对MOS IC设计及半
导体技术路线的影响索引
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